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Rownanie Bragga
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Natezenie wigzki ugiete;

Czynnik struktury
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Czynnik struktury dla GaAs

@ :a2tomyGa ‘ atomy As

atomy Ga nalezace do sasiednich
komorek elementarnych

y 4 Ga: (0 0 0), (Y2%20), (Y20 %), (0 Y2 %)

4 As: (YaYaYa), (YaYaYa), (YaYa¥a), (YaYaYa)

Fhkl — [fGa+ fASeni(h/z + k12 + l/2)] [1 + eMi(h + k) 4 emi(h+1) 4 oTi(k+ 1)]

Refleksy bardzo stabe (pseudozabronione)

F=4(fs—f\)  gdyh+k+1=4n+2
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Defekty punktowe

atom miedzyweztowy domieszka w pozycji miedzyweztowe;j
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Atomy miedzyweztowe w sieci krystalicznej fcc

potozenie potozenie
tetracdryczne oktaedryczne konfiguracja "kraudionowska"




Defekty punktowe w LT GaAs
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Obcy atom w sieci

® O atomy Ga

‘ atomy As
atomy D

D w polozeniu tetraedrycznym

F =A[f., — [\, T (D/AN)fcos (4nT09)]

FOOn =4 (fGa _fAs)

n=2,6

D - Ga

Czynnik struktury dla pojedynczej komorki
elementarne;j:

Fp _ca=3fcatSp—4fss

Sredni czynnik struktury dla catego
krysztatu:

Fy . ga =4, T D/AN)fy —f6a) —Sadl
D — koncentracja domieszki [cm™]

N — liczba komorek elementarnych w 1 cm?
arsenku galu

D - As
FD ~ As 4[fGa + (D/4N)(fAs _f[)) _fAs]



Teoretyczna zaleznos¢ caltkowitego nat¢zenia promieniowania
ugictego od koncentracji berylu
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Teoretyczna zaleznos¢ caltkowitego nat¢zenia promieniowania
ugietego od koncentracji manganu
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Deformacja I strefy
koordynacyjnej

®
o atomyGa @ 3i0my As
®

o atomy domieszki

Foon = gy T (DIAN)fp —fa) —fas(l = DIN) — (D/N)f\cos (2Twu)]
gdzie u =d /(aV3)



Teoretyczna zaleznos¢ caltkowitego nat¢zenia promieniowania
ugietego od przesunigcia atomow w [ strefie koordynacyjne;j

AT [%)]

Refleks 006, cg, = 10'° cm™
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Schemat dyfraktometru
wysokorozdzielczego
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Badane probki

(LT) GaAs:Be lub (LT) Ga, Mn As

warstwa buforowa

(LT) GaAs

GaAs:Be Ga, Mn As
cg.= 31017, 5-1018 lub 2-10'° [em™] x=0,005-0,2




Krzywa odbi¢ dla refleksu bardzo stabego 002
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AT [%]

Zaleznos¢ catkowitego natezenia promieniowania ugietego od

koncentracji berylu
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Be - Ga

Wyznaczone
koncentracje defektow:

*As;, = 5-10" cm™,
Vi, =710 em™,

*As. =6-10"% cm™.

Wyznaczone
przesuniecia atomow:

w [ strefie 1,66 A,
ew II strefie 0,21 A,
shantle 3,19 A.



Zaleznos¢ catkowitego natezenia promieniowania ugietego od

AL [%]
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Wyznaczone koncentracje
defektow:

*As;, = Asg,(Mn)
*Vg, =102 cm™,
*As. =8-10" cm,
*Mn,,, = 81%,

*Mn. = 19% (potozenie
tetraedryczne).

Wyznaczone przesuniecia
atomow:

ow I strefie 0,29 A,
w II strefie 0,09 A,
ehantle 2 A.



Zalety metody

 usrednmia fluktuacje koncentracji defektow
* nieniszczaca

* nie wymagajaca specjalnego przygotowania
probek



